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[57]申請專利範圍
1.　一種靜電放電保護電路，包括：完全相同的多個模組電路，其中第一個模組電路的電源
端耦接該靜電放電保護電路的電源端，其餘每一個模組電路的電源端耦接上一個模組電

路的接地端，最後一個模組電路的接地端耦接該靜電放電保護電路的接地端，每一上述

模組電路包括：一傳導路徑，耦接該模組電路的電源端；以及一偵測電路，耦接該模組

電路的電源端、接地端與該傳導路徑，若該模組電路的電源端的電壓上升速度超過一臨

界值，則該偵測電路使該傳導路徑導通，其中每一上述偵測電路包括：一 PMOS電晶
體，耦接於所屬模組電路的電源端與一第一節點之間；一電阻，耦接於該第一節點與一

第二節點之間；一電容，耦接於該第二節點與所屬模組電路的接地端之間；一第一反相

器，耦接該第二節點，接收該第二節點的電壓；一第二反相器，耦接該第一反相器，接

收該第一反相器的輸出；以及一第三反相器，耦接該第一節點與該第二反相器，接收該

第一節點的電壓，該第三反相器的輸出使對應的該傳導路徑導通或截止。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電保護電路，其中該傳導路徑包括一 PMOS電晶
體，該 PMOS電晶體根據該偵測電路的輸出而導通或截止。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電保護電路，其中每一上述模組電路的傳導路徑耦
接於該模組電路的電源端與接地端之間，將一靜電放電脈衝自該模組電路的電源端傳導

至該模組電路的接地端。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電保護電路，更包括：一放電路徑，耦接於該靜電
放電保護電路的電源端與接地端之間，將一靜電放電脈衝自該靜電放電保護電路的電源

端導入該靜電放電保護電路的接地端；其中最後一個模組電路的傳導路徑耦接該放電路

徑，輸出一觸發信號，使該放電路徑導通；其餘每一模組電路的傳導路徑耦接於該模組

電路的電源端與接地端之間，傳送該觸發信號。
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5.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電保護電路，其中該第一反相器和該第二反相器的
高壓端皆耦接該第一節點，該第一反相器和該第二反相器的低壓端皆耦接所屬模組電路

的接地端，該第三反相器的高壓端耦接所屬模組電路的電源端，該第三反相器的低壓端

耦接該第二反相器的輸出端。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電保護電路，更包括： 一分壓電路，耦接於該靜電
放電保護電路的電源端與接地端之間，並耦接每一上述模組電路的電源端與接地端，將

該靜電放電保護電路的電源端與接地端之間的跨壓均分，使每一上述模組電路的電源端

與接地端之間的跨壓相等。

7.　一種靜電放電保護電路，包括：一第一 PMOS電晶體，耦接於一電源端與一第一節點之
間；一電阻，耦接於該第一節點與一第二節點之間；一電容，耦接於該第二節點與一接

地端之間；一第一反相器，耦接該第二節點，接收該第二節點的電壓；一第二反相器，

耦接該第一反相器，接收該第一反相器的輸出；一第三反相器，耦接該第一節點與該第

二反相器，接收該第一節點的電壓；以及一傳導路徑，耦接該電源端，根據該第三反相

器的輸出而導通或截止。

8.　如申請專利範圍第 7項所述之靜電放電保護電路，其中該傳導路徑包括一第二 PMOS電
晶體，該第二 PMOS電晶體根據該第三反相器的輸出而導通或截止。

9.　如申請專利範圍第 7項所述之靜電放電保護電路，其中該傳導路徑耦接於該電源端與該
接地端之間，將一靜電放電脈衝自該電源端傳導至該接地端。

10.   如申請專利範圍第 7項所述之靜電放電保護電路，更包括：一放電路徑，耦接該傳導路
徑與該接地端，將一靜電放電脈衝導入該接地端，其中該傳導路徑輸出一觸發信號，使

該放電路徑導通。

11.   如申請專利範圍第 7項所述之靜電放電保護電路，其中該第一反相器和該第二反相器的
高壓端皆耦接該第一節點，該第一反相器和該第二反相器的低壓端皆耦接該接地端，該

第三反相器的高壓端耦接該電源端，該第三反相器的低壓端耦接該第二反相器的輸出端。

12.   一種靜電放電保護電路，包括：一第一 PMOS電晶體，耦接於一電源端與一第一節點之
間；一反應電路，耦接於該第一節點；該反應電路可偵測該電源端之靜電放電脈衝並將

偵測結果反映至一第二節點與該第一節點；一反相器，耦接該第一節點，接收該第一節

點的電壓，以根據該第一節點與該第二節點的電壓作對應的輸出；以及一傳導路徑，耦

接該電源端，根據該反相器的輸出而導通或截止，其中該反相器經由一組合電路耦接至

該第二節點；當該反應電路偵測到靜電放電脈衝時，該反應電路可在該第一節點與該第

二節點間提供一壓差以使該組合電路接收一邏輯高電位之輸入；當該反應電路未偵測到

靜電 放電脈衝時，該反應電路則會使該組合電路接收一邏輯低電位之輸入。
13.   如申請專利範圍第 12項的靜電放電保護電路，其中，該反應電路包含有：一電阻，耦接

於該第一節點與該第二節點之間；以及一電容，耦接於該第二節點與一接地端之間。

14.   如申請專利範圍第 12項的靜電放電保護電路，其中，該組合電路包含有：一第一反相
器，耦接該第二節點，接收該第二節點的電壓；以及一第二反相器，耦接該第一反相

器，接收該第一反相器的輸出。

圖式簡單說明

圖 1至圖 3是習知的三種靜電放電保護電路的電路圖。
圖 4是依照本發明一實施例的一種靜電放電保護電路的示意圖。
圖 5是依照本發明另一實施例的一種靜電放電保護電路的示意圖。
圖 6是圖 4的靜電放電保護電路的電路圖。
圖 7是圖 5的靜電放電保護電路的電路圖。
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圖 8是依照本發明另一實施例的一種靜電放電保護電路的電路圖。
圖 9繪示圖 8的靜電放電保護電路在正常啟動時的各節點電壓和漏電流。
圖 10和圖 11繪示圖 8的靜電放電保護電路遭遇靜電放電脈衝時的各節點電壓和觸發電

流。

圖 12繪示習知的一種靜電放電保護電路遭遇電源雜訊時的工作電壓和觸發電壓。
圖 13繪示圖 8的靜電放電保護電路遭遇電源雜訊時的工作電壓和觸發電壓。

(3)

- 7521 -



(4)

- 7522 -



(5)

- 7523 -



(6)

- 7524 -



(7)

- 7525 -



(8)

- 7526 -



(9)

- 7527 -



(10)

- 7528 -



(11)

- 7529 -



- 7530 -


